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Получение бездефектной пленки моноокиси кремния очень важно 
для многих целей микроэлектроники.

П ленка моноокиси кремния испарялась из танталовою  цилиндра 
без сепаратора и с сепаратором (типа кольцо—диск— кольцо), встав
ленным внутрь цилиндра. Напыление производилось одновременно на 
стеклянную подложку и скол каменной соли. Скорость конденсации ~

о
~  13 А /сек. П ленка на стекле исследовалась н а ‘отражение на оптичес
ком микроскопе М'ИМ-8 , пленка на сколе NaCl препарировалась и прос
матривалась на электронном микроскопе ЭМ-3. Н а рис. 1 и 2 представ-

Рис. 1. Пленка SiO, напыленная без сепаратора на стек
ло. Увеличение X4Ü0, темнопольное изображение

лены соответствующие фотографии структуры поверхности пленки, полу
ченные на оптическом микроскопе, где светлые точки — дефекты поверх
ности. Сепарация уменьшает число дефектов примерно в 20— 25 раз. Д л я  
выяснения природы дефектов было проведено электронно-микроскопи
ческое исследование пленки.

Конденсирующаяся пленка диэлектрика в момент зарож дения мо
жет рассматриваться как двумерная жидкость, обладаю щ ая некоторой 
вязкостью [ 1 ]. Вылетающие при испарении макрочастицы порошка моно
окиси кремния бомбардируют пленку. При этом некоторые макрочасти- 
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цы прилипают к пленке, но иногда энергия макрочастиц' бывает доста
точной для того, чтобы пробить пленку и, отразившись от подложки, 
отскочить. В месте такого удара Остается сквозное отверстие (рис. 3).

Рис. 2. Пленка SiO, напыленная с сепаратором на стек- , 
ло. Увеличение Х 400, Ѵемнопольное изображение

Д альнейш ие исследования структуры поверхности пленки моноокиси 
кремния позволили отработать оптимальную конструкцию сепаратора. 
И зменяя диаметр выходного отверстия сепаратора от 2,5 до 6,5 мм (че
рез 1 мм ) обнаружили, что «полный конус дефектности», образуемый
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Рис. 3. Пленка SiO, напыленная без сепаратора на 
скол NaCl. Увеличение Х240ЭО. Видно две поры

неотсепарироваінными частицами, увеличивает раствор от 10 до 45°. Р е 
комендуемый диаметр выходного отверстия сепаратора 5,5 мм при 
разм ерах  подложки 60X 60 мм и расстоянии источник-подложка 150 мм.
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